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VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 



PCT REC ' D 3 1 MAR 2005 
IALER VORLAUFIGER PRUFUN pl ^ = HIUH g gp- 
(Artikel 36 und Regel 70 PCT) ■ 



Aktenzelchen des Anmelders oder Anwalts 
SCP-3463 


WEITERES VORGEHEN s,ene M'Heilung Qber die Obersendung des internationalen 

vorlaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/1PEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCTVEP 03/12689 


Internationales Anmeldedatum (Tag/MonabUahr) 
13.11.2003 


Prioritatsdatum (Tag/MonaWahr) 
04.12.2002 


Internationale Patentklassifikatlon (IPK) oder nationale Klasslfikatlon und IPK 
H01L21/306 


Anmelder 

SCP GERMANY GMBH 



1 . Dieser internationale vorlaufige PrQfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen PrQfung 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 Qbermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 



13 AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, AnsprQchen 
und&der Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, undybder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 



Diese Anlagen umfassen insgesamt 3 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I 13 Grundlage des Bescheids 

II □ Priority 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V El Begrundete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkiarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefQhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
02.07.2004 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
01 .04.2005 


Name und Postanschrift der mit der Internationalen PrQfung 
beauftragten Behorde 

. Europaisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 
^Sft NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas 
MU) Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl 
Fax: +31 70 340 - 301 6 


Bevollmachtlgter Bediensteter 

Rodriguez-Girones, M t ^ 

Tel. +31 70 340-4337 V^^/ 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt a„f *in* 
Aufforderung nach Artkel Uhin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Be^ 
emgeretohf and smd ,hm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthJtln(Seg7ln70. w5nd ?ai7»: 



Beschreibung, Seiten 

1-18 

Anspriiche, Nr. 

1-13 

Zeichnungen, Blatter 

1/5-5/5 



in der urspriinglich eingereichten Fassung 



eingegangen am 28.02.2005 mit Schreiben vom 28.02.2005 



in der urspriinglich eingereichten Fassung 



Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache* 
emgereicht; dabei handelt es sich um: 



zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 



□ 
□ 



^c S h P Re C g h e1 sSwT*"" 9 ' * internationa,en Recherche eingereicht worden ist 

die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48 3(b)) 
25S?i^ft3fS3 l ^S^ de ' """—«> PrOfung eingersich, 



□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist 

□ - 

□ 



£«j£ klarUn9, daB , das nacnMglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht Gberden 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinaus^wlrSrvorgelegt. 

^inupnfnrot^n 6 d | e h c ? m P uter| esbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
bequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 



4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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eingereichten Fassung hlmusgehen (Regel 7X2$). Offenbarungsgehalt in der uraprunglioh 

SS?*' * *'* n *' 1 '" fe ' — ■ ' «»— » a fe a*,* desen, Bene,, 

siehe Beiblatt 
6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

1. Feststellung 

Neuheit < N » Ja: Ansprticha 1-7.10-13 

Emndartsohe TaligKa, (,S) ZgSSi i-7,10-,3 

GawsrbtehaAnwandbarkailW Sf ftSSS& 1-7.10-13 

Nein: Anspruche: - 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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SSjg^S^ In,ema "° na,es pct/ep 03/12689 

Zu Punkt I 

Grundlage des Bescheides 



1 . Die neu eingereichten Anspriiche 8 und 9 erfullen nicht die Erfordernisse des Artikels 
34.2(b), weil sie uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung 
hinausgehen. 

Die eingereichten Fassung offenbart die Bildung des Gasgemisches durch Einleiten 
einer vorbestimmten Menge des Tragergases und einer vorbestimmten menge einer 
Flussigkeit der aktiven Komponente in einen Verdampfer als Alternative zu, und nicht in 
Verbindung mit, der Bildung durch Leiten des Tragergases durch eine Flussigkeit. 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

2. Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 

D1 : US-A-6 045 621 (MOHINDRA RAJ ET AL) 4. April 2000 (2000-04-04) 

3. Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegeniiber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern 
beziehen sich auf dieses Dokument) ein: 

Verfahren zum Trocknen von Substraten, insbesondere Halbleiterwafern, nach einer 
NaBbehandlung in einer Behandlungsflussigkeit, bei dem ein die 
Oberflachenspannung der Behandlungsflussigkeit reduzierendes Gasgemisch 
bestehend aus einem Tragergas und einer aktiven Komponente auf die 
Behandlungsflussigkeit aufgebracht wird (Spalte 12, Zeilen 27-46) und die Substrate 
durch Erzeugen einer Relativbewegung zwischen den Substraten und der Flussigkeit 
aus diese herausbewegt werden (Spalte 12, Zeilen 57 bis Spalte 13, Zeile 12), wobei 
die Mischung aus Tragergas und der aktiven Komponente durch Leiten des 
Tragergases durch eine Flussigkeit der aktiven Komponente gebildet wird (Spalte 6 
Zeile 57 bis Spalte 7, Zeile 7). 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem aus D1 bekannten 
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PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/1 2689 



h ' T d ' e Konzentra «°" «er aktiven Komponente im Gasgemisch aktiv 
gesteuert Oder geregelt wird und die Temperatur der Flussigkeit der aktive^omnnln, 
auf e,ne vorbestimmte Temperatur gesteuert Oder geregelt wVd K™P°nente 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 
n=Ta^^^ 

Die in Anspruch 1 vorgeschlagene Losung, namlich die Temperatursteuerunq der 
Flussigkert der aktiven Komponente, ist des Dokuments D1 nicht zu entnehmen u„h 

Gel? Vf*! ° d6r and6re re,6Vanten °° k " nicht n^KZ^W der 
Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tatigkeit Jsinne von aSssS 

die E^n^l!pcr 3 V ° m f AnSpruch 1 ***** «™J erfullen damit ebenfa.ls 
a«e Erfordermsse des PCT .n bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 
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Patentansorfiche 

Verfahren sum Trocknen von Substraten, insbesondere Halbleiterwa- 
fern, nach einer Naflbehandlung in einer BehandlungsflQssigkeit, bei 
dem efn die Oberflachenspannung der BehandlungsflQssigkeit reduzie- 
rendea Gasgemiseh bestehend aus einem Tragergas und einer aktiven 
Komponente auf die BehandlungsflOssigkeit aufgebracht wird und die 
Substrate durch Erzeugen einer Relativbewegung zwischen den Sub- 
straten und der Flflssigkeit aus dieser herausbewegt werden, wobei die 
Mischung aus Tragergas und der aktiven Komponente durch Leiten des 
Tragergases durch eine Flflssigkeit der aktiven Komponente gebiidet 
wird dadurch gekennzeichnet. dass die Konzentrattan der aktiven Kom- 
ponente im Gasgemiseh aktlv gesteuert oder geregelt wird und die 
Temperatur der FIQesigkeit der aktiven Komponente auf eine vorbe- 
stimmte Temperatur gesteuert oder geregeft wird. 

Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, das Gasgemisch 
durch Mischen von in Wesentlichem reinen Tragergas und elrter Mi- 
schung aus Tragergas und der aktiven Komponente gebiidet wird.. 

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet. dass die 
Temperatur der ROssigkeit der aktiven Komponente Im Wesentlichen 
konstant gehalten wird. 

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet. dass die 
Temperatur der Flusslgkelt der aktiven Komponente Qber einen Trook- 
nungsvorgang hinweg kontrolllert verandert wird. 

Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet. dass die Konzen- 
tration der aktiven Komponente in der Mischung aus Tragergas und der 
aktiven Komponente gemessen wird und die Temperatur der FlOssigkeit 
der aktiven Komponente in Abhangigkeit von der gemessenen Konzen- 
tration eingestefltwird. 
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6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Volumenstrom des Tragergases gesteuert oder 
geregelt wind und insbesondere Ober einen Trocknungevorgang hinweg 

5 vertindert wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet. dass die Konzen- 
tration der aktiven Komponente in der Mischung aus TrSgergas und der 
aktiven Komponente gemessen wird und der Volumenstrom des Tra- 

10 gergases in Abhangigkeit von der gemessenen Konzentration einge- 

stellt wird. 

8. Verfahren zum Trocknen von Substraten, nach einem der vortiergehen- 
den Ansproche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gasgemfsch wenig- 

15 stens teiiweise durch Einleiten einer vorbestimmten Menge des Trfiger- 

gases und einer vorbestimmten Menge einer Flusslgkeit der aktiven 
Komponente in einen Verdampfer gebildet wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet. dass die Konzen- 
20 tration der aktiven Komponente im Gasgemisch nach dem Verdampfer 

gemessen und der Volumenstrom des Tragergases und/oder der FIOs- 
sigkeit der aktiven Komponente in Abhangigkeit von der gemessenen 
Konzentration eingestellt wird, iim eine vorgegebene Konzentration zu 
erhatten. 

25 

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet. dass die Konzentration der aktiven Komponente im Gas- 
gemisch in Abhangigkeit von der Position des Substrates relatlv zur 
Oberfiache verandert wird. 

30 

11. Verfahren nach Anspruch 10. dadurch gekennzeichnet, dass die Kon- 
zentration der aktiven Komponente im Gasgemisch bei anwachsender 
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Schnittfiache zwischen den Substraten und der BehandlungsflOssigkeit 
erhoht und bel sich verringemder Schntttflache verringert wird. 



12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge- 
5 kennzeichnet, dass die aktive Komponente Isopropylalkohol (IPA) ist, 

und die durchschnittliche IPA-Konzentration iro Gasgemisch unter 15%, 
Insbesondere unter 10% das unteren Explosions niveaus (LEL) gehalten 
wird. 



10 13. Verfahren nach Anspruch 12. dadurch gekennzetchnet, dass die durch- 
schnittliche IPA-Konzentration im Gasgemisch zwischen 3% und 10% 
des unteren Explosionsniveaus (LEL) gehalten wird. 
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